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研究背景 

複数の物性値が物質中最高水準であるダイヤモンドの広範な分野での応用実現にあたっては、

合成効率の大幅な向上が望ましい。合成速度を向上する目的で、プラズマＣＶＤとしては比較的

高いガス圧力を採用することにより、飛躍的な合成速度向上が可能であることが知られているが、

プラズマが収縮し、合成面積を限定してしまう[1]。窒素を微量に添加することでも合成速度を倍

化することができるが、合成層への取り込みが避け難く、上記した合成面積の限定からは逃れら

れない。同様に、Ａｒを導入することで合成速度が向上することが報告されているが、これまで

の報告では、数 mm角程度の基板上への合成に限られている[2]。本研究では、インチサイズの面

積を持った大面積基板上への合成を実施し、一

様性を維持しつつ、合成速度を向上させられる

可能性について検討した。 

 

実験内容 

 マイクロ波プラズマＣＶＤを用いて合成した

結果を右図に示す。合成時に投入したマイクロ

波のパワーは７．５ｋＷ、ガス圧力は１５ｋＰ

ａに設定した。ＣＨ４とＮ２の濃度は、それぞれ

２．５％と３０ｐｐｍとした。２０×４０ｍｍ２角の基板上へ合成し、重量増分やマイクロメータ

で測定した膜厚増分により、それぞれの場合について合成速度を評価した。合成速度の全体的な

上昇に加え、膜厚分布が一様化していることを示唆する結果が得られた。配置を固定した上でＡ

ｒガスを導入すると数１０℃程度の基板温度の上昇が見られることや、水素とＡｒの熱伝導率の

違いから、合成速度が上昇した原因の一つとしてＡｒ導入によるガス温度の上昇が考えられる。 
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